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外部刺激によって複数の結晶相間で相転移を示す相転移材料として MnTe が注目されている。

MnTe は相転移に伴い 4 桁程度の大きな抵抗値変化を示すため、相変化メモリなどへの応用が期

待されている。MnTe は、室温で成膜すると相の MnTe（-MnTe）が形成されるが、加熱により

-MnTeから相のMnTe (-MnTe)に相変化する。この相変化に伴い体積が 20%ほど収縮すること

が知られている。そのため、-MnTeの加熱処理によって均一な-MnTe膜を得ることができない

問題点を抱えていた。我々は、基板を加熱した状態でMnTeを成膜すると、均一な-MnTe膜を得

ることができると考えた。本発表では、様々な基板温度で

MnTeを成膜し、そのMnTeの結晶性を X線回折法（XRD）

とラマン散乱分光法で評価した結果について報告する。 

RFマグネトロンスパッタ法を用いて Si基板上にMnTe

を膜厚 200 nmの厚さで成膜した。成膜温度は、室温から

560 ℃の範囲内である。MnTeの酸化を抑制するために、

作製したMnTe/Si上に膜厚 20 nmの SiO2を成膜した。 

Si 基板の温度を変えて MnTe を成膜した MnTe/Si の

XRDパターンを Fig. 1に示す。室温で成膜した MnTe薄

膜の XRDパターンには、-MnTeの(002)に帰属される回

折ピークのみが 24°付近に出現した。一方、300 ℃で成

膜した MnTe薄膜の XRDパターンには、-MnTeの(101)

に帰属される回折ピークのみが 28°付近に出現した。さ

らに 300 ℃よりも高い基板温度で成膜すると、相と相

が混在したMnTe薄膜が形成された。この時、2/法では

相由来の回折ピークが相由来の回折ピークよりも強く

観察されたが（Fig. 1 (a)）、2法では相由来の回折ピーク

が相由来の回折ピークよりも強く観察された（Fig. 1 

(b)）。以上の結果より、300 ℃で成膜すると-MnTe が形

成され、それよりも高い温度で成膜すると-MnTeに加え

て強く配向した -MnTeが形成されることがわかった。 

Fig. 1  XRD patterns of MnTe thin films 

formed on the Si substrate at different 

temperatures.  Each XRD pattern was 

obtained by (a) 2θ/ω and (b) 2θ methods. 
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